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Abstract of DE1 981 3523 ^ ♦ . w k 

A CVD reactor has a fluid inlet unit which is temperature controlled by a Positive temperature gradieiitcrea^^^ 
Durae aas at ite upper side and by the CVD media at its underside. A CVD reactor has: (a) a fluid (CVD media, .. 
EStlomSr^ holfow body which is spaced from the reactor lid and which has an aper^ured unders.de h 
by theSiSSn and/or conduction from the susceptor (wafer holder): and (b) a purge gas '"'et pos^-oned 
belweS^ the upper side of the hollow body and the reactor lid for introducing a purge gas to 
con^-o?Sy heaf conduction into the gas. The hollow body heating and cooling conditions are ffjusted su^^^^^^^ 
underside is temperature controlled by the CVD media without externa! temperature control medium s^^ and 
that a positive temperature gradient is created between the upper side and underside of the hollow body. 
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Die f olgenden Angabm sind den vom Anmelder efngereiehten Unterlagen i 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) CVD-Reaktor 

(§) Beschrieben wird ein CVD-Reaktor mit 

- einem Reaktorgehause mit einem Deckel, 

- einem in dem Reaktorgehause angeordneten geheizten 
Susceptor, auf dem wenigstens ein Wafer angeordnet 
werden kann, 

- einem zentralen Fluideinla&, durch den insbesondere 
tempo rierte CVD-Medien etc fn den Reaktor eintreten, 
und 

- einem Ruidauslai^, dar am Umfang dea Reaktorgeh^u- 
ses angeordnet ist, und durch den die eingelaesenen Me- 
dien auetreten. 

Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB der Fiufd- 
auslaS fn etwa die Form einer Scheibe miteiner Vielzahl 
von AuslaSoffnungen fur die CVD-Medien etc. hat, und 
zwischen Susceptor und Reaktordeckel derart angeordnet 
1st, dali der FluldauslaK durch Strahlung vom Susceptor 
beheizt wird, und sich damit auf eine TemiMratur zwl- 
C schen der Temperatur des Susceptors und dem Reaktor- 
deckel elnstellt durch die die CVD-Medien etc.temperlert 
eintreten. 
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Beschreibimg 

Die Erfindung bezieht sich auf eincn CVD-Reaktor ge- 
maB dem Oberbcgriff des Patentanspnichs 1. 

CVD-Reaktoren sind allgemein bekannt und werden bei- 5 
spielsweise von der Aixtron AG, Aacben, DE hergestellt 
und vcxtriebcn. Auf diese bekannten CVD-Rcakloren wild 
zur in Erlauterung aller hier nicht nSher beschriebenoi Be- 
grifFe ausdriicklich vexwiesen. 

Die bekannten CVD-Reaktoren weisen edn Heaktoige- 10 
hausc nrit cinem Deckel auf, in dem ein geheizier Susceptor 
vorgesehen ist, auf dem wenigstens ein Wafer angeordnet 
werden kann, Als ELnlaB fUr CVD-Oase oder Fliissigkeiten 
ist in der Kegel ein zentraler FluideinlaB voigesehen, Der 
FluidauslaS ist dann medstens am Ucnfang des Reaktoig&- 15 
hauses angeotdoet. 

Als FIuideinlaR werden entweder zentrale Gasinlet-Nozz- 
le*s, die die Gase vom Zentnun des Reaktois radial iiber die 
Wafer ausstrSmen lassen, oder sog. Showerheads im bzw. 
am Reaktordeckd. verwendet, die direki oberfaalb des Wa- 20 
fers angeordnet sind, und aus sehr vieLen klein^ LSchem 
das Gas in Form einer Dusche vertikal nach unteo auf die 
Wafer s(niibeiL Derartige Reaktoren werden beispielsweise 
von der Fa. TTiomas Swan, GB vertrieben. 

Nun gibt es Mateiialien, fur die es von Voiteil ist, wenn 25 
die Gase temperiert in den ReakLor eingelassen weiden. 
Dies kann man daduich erreicben, daJ3 die Gase vorgewarmt 
weid^i, Oder da£ der EinlaR geheizt wird. 

Fiir als Showerhead ausgebildete Fluideinl^sse ist es be- 
kannt, den Sbowerhead mit komplizierten WasserkanSlen. 30 
zur Thermostatisicrung auszurUstcn. Diese Ausgestaltung 
hat nicht nur den Nachteil, daB sie aufwendig und damit 
teuer ist, sondern auch den Nachteil, daB der Hnsatz von 
Wasserkanaien in CVD-Reaktoren immer ein gewisses Ri- 
siko darcteUL Beispielsweise kann im Falie eihes Leeks das 35 
Kiihlwasser in den Reaktor-Innenraum austrelen und mit 
dem oder den CVD-Gasen explosionsartig reagieren. Ein 
weiterer Nachteil ist die ntiit der Wassererwaimung einher- 
gehende TemperaturinhoDKlgenit&t im Showertiead. 

Der Erfindung licgl die Aufgabe zugrunde, cinen CVD- 40 
Reaktor mit einem als Showeittead ausgebildeten Kuidean- 
laB derart weiterzubilden, daB der FluideinlaB und damit die 
einzulassenden Fluide, also Gase und/oder FlUssigkeitcn in 
einfacher Weise und insbesondere unter Vemcht auf Was- 
serkan^e etc. temperiert werden konnen. 45 

Eine erfindungsgemaBe Losung dieser Aufgabe ist im Pa- 
tentanspruch 1 angegeben. Weiterbildungen der Erfindung 
sind Gcgenstand der AnsprUche 2 folgendc. In den AnsprU- 
chen 31 und 32 sind Verfahren unter Verwendung eines er- 
findungsgem;^ angegeb^en Reaktors beansprucht SO 

Erfindungsgem^ wird ein CVD-Reaktor mit den im 
Obeibegriff des Patentanspnichs 1 aufgefttbrtenMeikmalcn 
derart weiterg^ildet, 

- daB die KuideinlaBeinbeit einen vom Reaktordeckel SS 
bcabstandcten H<^alk8iper aufweist, dessen Unterseite, 

in der die j)fihungen voigesehen sind, im wesenUichen 
durch Wartnestrablung vom Susceptc»: erwaimt wird, 
.- daS ^ne SpulgaseinlaBvorrichtimg vorgesehen ist, 
die in den Zwischenraum zwischen der Oberseite des 60 
Hohlk<5rpers und dem Reakcoideckel ein SpOlgas derart 
eanleitet, daB die ObezseitB Warme im wesendichen 
durch WSxmeleitung in dem Gas an. die Umgebung ab- 
gibt, und 

- daB die WSrmezu- und ableit-Bedingungen zum 65 
bzw. vom Hohlkdrper derart eingesteUt sind, daB sich 
die Unterseite ohne Zufuhr eines Ibmperiermediums 
von auBen auf dne wahlbaie Ibmperatur, dutch die die 



CVD-Medien temperiert werden, einstellt, und daB 
zwischen der Oberseite und der Unterseite des Hohl- 
korpers ein positives Ibmperatuigradimt besteht 

Unter CVD-Medien werden im Rahmea dsr vorliegenden 
Beschreibung CVD- und insbesondere MOCVIMjase, 
Russigkeiten, Losungen oder Gemische der voistehoidai 
Stoffe - im, folgenden auch allgemein mit don Obexbegriff 
"Fluid" bezeachnet - verstanden. 

ErfindungsgemaB wird ein bekannter CVD-Reaktor also 
dadurch weitergebildet, daB dieFluideinlaBeinheit eine Ein- 
heit aufweist, die in etwa die Form einer Hohlscheibe nrit ei- 
ner Vielzahl yon AuslaBdfihungen fUr die CVD-Medien etc. 
- also eines an sich bekaimten Showerlieads — hat, und zwi- 
schen Susceptor und Reaktordeckel dcxart angeordnet ist, 
daB die Unt^seile der RuideinlaBeinhdt durch Strahlung 
vom Susceptor beheizt wird, und sich damit auf eine Tbmpe- 
ratur zwischen der Ibmperatur des Susc^stozs und dem Re- 
aktordeckel einstellt, so daB die CVD-Medien etc. bdm Pas^ 
sieren der FluideinlaBeinheit temperiert weaxlen. Da an der 
Oberseite der FluLdeinlaBd.nheit eine (einsteUbare) WSrme- 
senke vorgesehen ist, stellt sich in Axialrichtung (Iber de 
FluideinlaBeinheit ein bestimmter TbQq)amii:gradient ein. 

Die Erfindung geht daibei von dem Grundgedanken aus, 
den komplizierten Aufbau bekannter Reaktoien, bei deoen 
die Thermostatlsirarung des Reaktordeckels und des Gasein- 
lasses in Form eines mit RQssigkeit durchstrbmtoi Shower- 
heads und daftir erforderlicher separater Heizaggregate er- 
fblgt, dadurch zu vereinfachen, dafi man den Sbowerliead 
vom Reaktordeckel getrennt als separates Bauteil ausfilhrt 
Da der Susceptor ohnebin durch eine Infirarot-Heizung, eine 
Widerstandsheizung oder eine Hochfixquenzheizuxxg auf 
eine Tfemperatur zwischen typisdierweise ca. RI**C und 
1200°C aufgeheizt wird, und somit eine betr^htUcbe WMr- 
memenge Uber Strahlung an seine Umgebung abgibt, wird 
die RuideinlaBeinheit aufgeheizt Durch die erfindungsge^ 
maBen Mafinahmen wild die Ibmparatui; auf die die Fkdd- 
einlaBeiisbdt aufgeheizt wird, kontroUiert eingestellt 

Bevorzugt bringt man einen aus einem gut wfirmeldtfUhi- 
gem Metall gefertigten dUnnen Showerhead in dem Reaktor 
nnterhalb des Reaktordeckels sowie gegebeoenfalls unter- 
halb einer thermostatisierten Ceiling an. 

Dieser Aufbau hat eine Reihe von Vxteilen: 
Der Showerhead wird direkt durch Strahlung von unten vom 
Susceptor beheizt Insbesondere kann der Abstand zwischen 
Susceptcx- und Hohlkdrper zur Einstellung der Ibmperatur 
der Unterseite des HohlkSrpers einstellbar sein. Hierzu kann 
eine Halteeinheit ftlr den HohlkOiper mit einem Gewinde 
vorgesehen seiiL 

Die Warmezu- bzw. abfuhr zum bzw. vom Hohlk6rper 
wird durdi die Ibmperatur des Susceptors, des nun fi:^i ju- 
stierbaren Abstands zuim Susceptor, ui2d die LdtfShigkeit 
des Gases im Reaktor (Wahl des l^agecgases, beispielsweise 
Stickstofif oder Wasserstoff oder ein Gemisch dieser Gase 
und Totaldruck) bestimmt Kne bisher n5tige Beistellung ei- 
nes zus&tzlichen Hdzaggregates zur B^eizung und Ibmpe- 
rierung des Showerheads entfSllt 

IMe W^rmeabfuhr nach oben vcxi der Oberseite des 
Showedieads weg wird dadurch bestimmt, welches Spiilgas 
oberiialb des Showerheads und der Quarz-Cdling und wel- 
ches Spiilgas z^^schen Quarz-Ceiling und Metall-Reaktor- 
Deckel benutzt wird. 

Hlerbei kann insbesondere die von Frijlink et at vorge- 
schlagene thermostatisierte Ceiling zur Anwendung kom- 
men. Insofem wird durch die Anwendung von zwei SpQl- 
gasgemischen die absolute Tbtnperatur und der Ibmperatur- 
Gradient des Showerheads im Reaktor sehr prSzise legel- 
bzw. einstellbar. 
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War allem wild der bei den meisten Anwendungen ge- 
wanscfate positive Ibmperatur-Gradient vom Showerhead 
zum Suso^Jtor automatisch gewahrleistet. Der Ibmperatur- 
Gradient kann zu^tziich duich eine weitere Ausgestaltung 
kontzoUiert bednfiufit werden, indem Idkai Waimsab- S 
schinnbleche und eine Mrfirlagen- Ausfuhmng des Shower- 
heads mit Materialiui eingefuhn werden, die unterschiedli- 
che Reflexions- und Absorptions-Koeffizienten aufweisen. 

Ansonsten ist der Reaktor konventionell aufgebaut Ins- 
besondere kann der Reaktor ein runder Reaktor — ahtilich 10 
dcm bekannten Planetenreaktor - mit zentralem GaseinlaS 
und auBen herumlicgenden Exhaust sdn. Der Exhaust kann 
insbesondere der van Frijlink et al, voigeschlagene IVmnel 
sein. Die Decke des Reafctora kann ebenfalls wie die von 
Frijlink vorgeschlagene Ceiling ausgcfuhrt und damit ther- 15 
mostadsierbar sein. 

Der Susceptor ist entweder ein Planetensusceptor nrit 
doppelter Rotation oder nur eine groBe einfacbe Scheibe, die 
abcr aucb auf Gas-Foil-Rotation oder aber mcchanisch ro- 
tiert. In letzterem Fall kann man dann jeweils nur einen Wa- 20 
fei; aber dajfOr groBere Wafer zentral auflegen. Altematiy 
oder zusStzUch ist es mtiglich, die RmdeinlaBvoiiichtung 
um ihie axiale Achse zu dieben. 

FOr die Scbichtherstellung vera Mehrkomponenten-Stofif- 
systemen weideo z. B. p-Diketonate oder andere Metallor- 25 
ganisdsen Ltisungen verwandt, deren Mischung nun einer- 
scits direkt im Showerhead durchgcfuhrt werden kann, 
dutch koastruktive Einrichlung eines oder mehrercx Ein- 
llEsse in den Showerhead, ooit gleicber oder unterschiedU- 
cher Temperatui; Andererseits kann der Showerhead aucb. 30 
derart ausgebildet sein, daB vcrschicdene Gase separat im 
Showeihead gefuhrt werden, und eine Durchmischung erst 
bei Austritt aus dem Showeihead in den Reaktorraum er- 
folgt, uxn parasitSre ^^uTBaktlonen zu vermeiden. 

Das Risiko, zusStzliches KUhlwasser in der N^e des 35 
Gasdnlasses zur Tfaennostatisierung zu benutzcn, entfallL 
Der Sbowecliead ist wesentlich einfacher justieifoar und aus- 
tauscfabar. Der Reaktor wird sebr flexibei, da die verscbie^ 
deasten Showetheads sebr schnell eingesetzt und ausge- 
tauscfat wciden kdnnen, fUr nnterschiedlicfae WergiQBen, 40 
cdme grofioe Verandenuig des Reaklors, Demontage oder 
Ofibiung voQ Medienleitungen. Der Reactor ist thenniscb 
von alien Seiten bestimmt, und alle Wtode sind geheizt, so 
daB minimale Ablageiungen entsteben. 

Ein weiterer Vorteil ist, daB jeder vcaiiaDdeDe Planetenre- 45 
aktor sefar einfach umriistbar ist, da die FUddeiiilafieinheat 
voli konq>atibel zu herkdnmilicben EinlSssen ist 

Der er&iduDgsgemafie Reaktor kann ftlr alle Arten von 
CVD-IVozesseo benutzt w^den, also z. B. zum Aufbringen 
bzw. BeaibeitBQ von M-V, II-VI, IV-IV Matedalien, femer 50 
von ein- und mehdcomponentigen Qxiden, Petowsidtea, wie 
2. B. Barium- und Strontium-Titanat (ST bzw. BT), Barium- 
StrontiuQa-TLtanat (BST), Strontium- und Barium-Zizkaoat- 
TUanale, Stontiiun-Wiamut-'fantalat (SBT), Blei-Ziitonat- 
Titanat (P^T). sowie von mit Akzeptor- odez/und Donator- 55 
Doderungoi versehenen oben aufgeftthrten Materiaisyste- 
men. 

Bin weiterer Vorteil ist, dafi die Sboweiheads sehr leicht 
austauschbar sind. Damit ist es mogLich, je oacfa verwende- 
ter Waferform Showerheads einzusetzen, deten Locb- bzw. 60 
Auslafianordnung der Anoxdnung und Form der damnter an- 
geordneten Wafem entspricfat, so daB eine sehr homogene 
uod deonoch sparsame Bearbeitung bzw. Beschichtung der 
Wafe moglich ist 

DarOberhinaus kann der erfiixlungsgem^ ausgebildete 65 
Reaktor aucb mit Atz- bzw. Reinigungsfluiden betrieben 
WBzdeo, um ggf. entstehende Ablageningen bzw. Koodeo- 
sate Bchnellsten wieder zu entfemen (self cleaning). Id die- 



sir Bauait wild ^ec Reaktor mit einem ShoweifaBad aus ei- 
nem Material ausgerQstet, das gegoiUber dem At^gas resi- 

stiv ist 

Weit«'hin kann der Reaktor mit einem normalen Gasver- 
soigungssystcm betrieben weiden, oder aber auch mit einem 
Liquid-Deli vety-System oder Aerosol-System, das die Gase 
schon temperiert zufuhrt (sog. LDS-Systcm). 

Die Rotationsgeschwindigkeit ist im Falle vcHi dc^>pelter 
Rotation (Planetenrotation) reladv Langsam und liegt typi« 
scherweise zwischeo 10 und 200 rpm. 

Falls nur ein Wafer zentral eingesetzt wild, kdmien ver- 
schied^iste Rotationen zwischen 5 und 1500 ipm benutzt 
werden. 

Die Erfindung wird nachstehend ohne BeschrSnkung des 
allgemeinen &findungsgcdankens aohand eines AusfUb- 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die 2Seichnung ex- 
emplarisch bescfarieben, 6&xn 

dnzige Figur eineo schematisierten Querschnitt duzch eine 
erfindungsgem&Be Nbrrichtung zeigt 

Der in der Figur im Quorschnia daigestellte CVD-Reak- 
tor weist dn Reaktorgei^ 1 mit einem Reaktordeckel 2 auf. 
Das Reaktoigefafi 1 und dsr Deckel 2 sind bei dem gezeag- 
tea Ausfiihrungsbeispiel wasseigekOhlt, so daB sie sicb tm- 
mer in etwa auf Raumtempo^tur belinden. Im ReaktoigefSB 
1, das insbesonders eine zylindriscbe Bonn habeo kann, ist 
ein GasauslaB 21 in an sicb bekannter \^^ise voigesehen. 

Im Intietiraum des Reaktoigef^Bes 1 ist femer ein Suscep- 
tor 3 fiJr Wafa:4 angcordnet, die mittcls eines CVD-Prozes- 
ses bearbeitet bzw. bescbichtet werden sollen. Der Suscep- 
tor 3 wird mitbels ein^ Heizeinrichtung 5, die eine In&arot- 
Heizung, eine WLderstandsheizung oder eine Hocbfiequenzr 
heizung sein kann, auf eine Ibmperatur zwischen ca. KT^ 
und 1200 °C aufgeheizt 

Oberiialb des Susceptois 3 ist eine FluideinlaBeinheit 6 
angeoidnet, die bei dem gezeigten Ausfiihrungsbeispiel die 
Form einer HohLschcibe hat In da: Untcrscite € der Einheit 
6 sind eine Vielzahl von L5cbeni (in der Hgur schematisch 
daigestellt) vor ges^en, deien Anoidnimg der Form der 
Wafer 4 angepaBt sein kann. Der Abstand zwischen Fluid- 
einlaBeinheit 6 und Susceptor 3 ist beispielsweise Qber cm 
Gewinde einstellbac 

In den Tnnenraum der Hohlsdieibe 6 mllnden Leitungen 
71 bis 73, durch die Gase und insbcsondcre CVD-Gase von 
einer nicht daigestellten, im Qbrigen jedocfa bekannten Gas- 
versoigungseinheit - die gegebeiieiifalls eine \brtemperie]> 
einrichtung aufweist - in den Tnnenraum der Hohlscheibe 6 
str6men. Die Gase tieten dann aus dcm Innenraum duich die 
(nicht dargestellten) L6cber aus und beaufBchlagea homo- 
gen die Wafer 4. 

Zwischen der Hohlscheibe 6 und der Unteiseite des Reak- 
toideckels 2 ist ein W^eschild 8, aucb als Ceiling be- 
zeicbnet, votgesehen. Der W&rmeschild 8 ist eine Platte aus 
eiiieja wSimeresistenten und ineiten Material, bei dem ge^ 
zeigten AusfUbrungsbeispiels besteht die Platte aus Quarz. 

Femer ist eine SpiilgaseinlaBvomchtung voigesebeo, die 
Uber Leitungen 91 und 92 mit dem Reaktor verbundoi ist 
Die Ldtung 91 mOndet in dem Zwischenraum zwischen Re^ 
aktordeckel 2 und WSrmeschildSi, dieLeitung 92 milndet in 
dem Zwischenraum zwischen Wazmeschild 8 und ObeiseitB 
der Hohlscheibe 6. Die SpQlgaseinlaBvordchtung ist derart 
ausgebildet ist, daB die Zusammehsetzung und/oder der 
Duzchsatz des bzw. der in den bzw. die Zwiscbenraume 
oberhalb der Oberseite des Hohlkdipeis eangeleiteten C^ase 
ztir Hnstellung der W&rmeableitbedingungen andeibar ist 

"Die Wgrmezu- uod ableit-Bedingungen zum bzw. vom 
Hohlkdiper 6 kdnnen derart eingestelit, daB sich die Unter- 
seite ohne Zufuhr eines TfeTyiperierTnRfii'i.iTii s von auBen auf 
eine wShlbare Ibmperatut; duich die die CVD-MedicD tem- 
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periert werden, einstellt, und dafi zwischCT der Oberseite 
und der Unieiseite des HcAlkorpers ein positivex Tempera- 
turgradicnt besteht. EQeidurch wiid cin Zusctzen der Locher 
vermicden. Dariiberhinaus besteht ein positiverlfempcratur- 
gradient zum Susc^itai; 5 

PateotansprUche 

1. CVD-ReaktcM- imt 

- einem Reaktoigehause mit einem Gehausedek- 10 
kel, 

- einem in dem ReakKxgehSuse angeordneten 
geheizten Susceptor fiir ein oder mehrere Wafer, 

- einer FlmdeinlaJBeiDh^t mit einer \5elzahl von 
dem Oder den Wafem zugewandten Ofi&iungen, is 
durch die insbesondcre tempericrte CVD-Medien 
etc. in den Reaktar eintreten, und 

- einem FluidauslaB, der am Umfang des Reak- 
torgch&uses angeordnet ist, und durch den die dn- 
gclasscncn Medien wieder austreten, 20 
dadurch gekennzeichnet, 

~ daB die HuideinlaBeinheit ein^ vom Reaktor- 
dcckel beabstandeten Hohlkorper aufweist, des- 
sen Unterseite, in der die Ofinungen voxgesehen 
sind, im wesentlichen duich Wanneslrahlung und/ 25 
Oder durch W&xnelBitung vom Susceptor erwarmt 
wild, 

- daB eine SptUgascinlaBvocrichtung vorgesehen 
is^ die in den Zwischaaraum zwischen der Ober- 
seite des Hohllcttrpeis und dem Reaktoideckel ein 30 
SpUlgas derart einldtet, daB die Oberseite WSrme 
im wesentlichcn durch WSrmeleitung in dem Gas 

an die Umgebung abgibt, und 

- daB die Wgrmezu- und ableit-Bedingungen 
zum bzw. vom Hohlkbrper derart eingesteUt sind, 35 
daB sidi die Unterseite ohne Zuftihr eines Tempc- 
riermediums von auBen auf eine wahlbaie Ibmpe- 
ratur, durch die die CVD-Medien temperiert wer- 
den, einstellt, und daB zwischen der Oberseite und 
der Unterseite des HohlkSrpers cin positi ver Tem- 40 
peraturgradient besteht 

2. Reaktor nach Ansjaiich 1, dadurch gekennzeichnet, 
daB der Abstand zwischen Susceptor und HohlkOrper 
zur Einstellung der Temperatur der Unterseite des 
Hohlkorpers einstellbar ist, 45 

3. Reaktor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, 
daB zur AbstandscinstcUung eine Halteeinhcit fiir den 
HohlkOrper mit einem Gewinde vorgesehen ist 

4. Reaktor nach einem der Ansprik:he Ibis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Reaktordeckel thennostati- 50 
siertisL 

5. Reaktor nach Anspruch 4, dadurch gekennzdchnei, 
daB der Reaktordeckel eine Kiihlung mittels eines flus- 
sigen Mediums, wie Wasser aufweist 

6. Reaktor nach einem der Ansprikhe 1 bis 5, dadurch 55 
gekennzeichnet daB zwischen Reaktordeckel und der 
Oberseite des Hohlkfiipas ein Watmescfaild (Ceiling) 
vorgesehen ist 

7. Reaktor nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet 
daB der WSrmeschQd eine Platte ausdncmwarmeiesi- 60 
stenten und inerten Material^ wie Quarz ist 

8- Reaktor nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekenn- 
zeichnet daB die SpulgaseinlaBvorrichtung einen er- 
sien GasauslaB in dem Zwischenraum zwischen Reak- 
tordeckel und Wfirmeschild und einen zweiten Gasaus- 65 
laB in dem Zwischenraum zwischen Waimeschild imd 
Oberseite des Hcrfilkorpers aufweist 
9. Reaktor nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch 
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gekennzeichnet dafi die SpiilgasBiiilafivanrichtung dez^ 
art ausgebildet ist daB die Zusanimaisetzung und/oder 
der Durchsatz des bzw. der in dm bzw. die Zwischen- 
raume oberhalb der Oberseite des Hohlkdipcrs eingc- 
leiteten Gase zur Einstellung der Wanneableitbedin- 
gungen andeibar ist 

10. Reaktor nach Anspruch 9, daduicfa gdcennzeich- 
net, dafi die SpulgaseinlaBvonichtung untaschiedliche 
Gase bzw. Gaszusammensetzungen zwischen der 
Oberseite des Hbblkozpers und dem WarmescUld und 
dem Warmeschild und dem Reaktotdeck^ dnldtet 

11. Reaktor nach Anspruch 9 oda 10, daduich ge- 
komzeichixet dafi die SpiUgaseinlafiyomchtung ein 
Gasgemisch aus Gasen mit unterschiedlichen WSra&' 
leitung, wie z. B. aus H2 und einleiteL 

12. Reaktor nach eioon der Ansprflche 1 bis 11, da- 
durch gekennzidchnet dafi der HohlkOrper aus einem 
Metall mit guter WSnneleitfahigkeit oder aus mehreren 
Lagen versc^edener Metalle mit unterschiedlichen 
W^eldtfahigkeiten, Reflexi<xiB- und Absorpdonsei- 
genschaften besteht 

13. Reaktor nach Anspruch 12, dadurdi gekennzeich- 
net, dafi der H<d]lkdrper eine geiii^e WSnnekapaziffit 
hat. 

14. Reaktor nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ger 
kennzeichnet, dafi der Hahlk5rper eine dHnne Scheibe 

ist 

15. Reaktor nach einem der AnsprOche 1 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet dafi der Susceptor ein PUnetea- 
susceptor mit doppeller Rotation ist 

16. Reaktor nach dnem der AnsprOche 1 bis 14, dar 
durch gekennzeichnet dafi der Susceptor cine Schdbe 
ist 

17. Reaktor nach Anspruch 16, dadurxdi gekennzeich- 
net, daB die Schdbe mechanisch oder auf Gas-Foil-Ro- 
tation roiiert 

18. Reaktor nach einem der Ansprflche 1 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet dafi der Hohlkdrper oder Ibile 
des Hohlk&rpers drehbar ausgebildet ist und die 
Scheibe und/oder der SuszeptK»: nicht gedreht wird, 

19. Reaktor nach dnem der Ansprflche 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet dafi die Fkddeizilafieinbdt dar- 
art ausgebildet ist daB Gase und/oder FlQssigkeiten, 
wie Metall-organischen LOsungen etc. im HohUoStper 
gemischt werdeo kdnnen, 

20. Reaktor nadb dnem der Anspitkdie 1 bis 18, da- 
durch gekennzeichnet daB die Fluideinlafieinheit der^ 
art ausgebildet ist dafi sie getrennte Offhungen flir un- 
teischiedliche Fluide aufwdst 

21. Reaktor nach Anspruch 20. dadurt^ gekennzeich- 
net, daB die jewdligen Ofinungcn derart angeordnet 
sind, daB die Fluide nach ihrem Austria aus den QflF- 
nungen vstnischt werden. 

2Z Reaktor nach dnem der Anspr£k:he 1 bis 21, da- 
durch gekennzdchnet dafi eine zusatzliche Ibmperier- 
dnrichmng vorgesdien ist die die Fluide vor ihrem 
Eintritt in den HohlkOrper (vor-)erwarmL 

23. Reaktor nadi dnem der Anspi{k:he 1 bis 22, da- 
durch gekennzeichnet daB die FluideinlaBBinhdt dep- 
art ausgebUdet ist daB sie g^enUba: einem Atz- bzw. 
Reinigungsgas resistent ist 

24. Reaktor nach dnem der Ansprflche 1 bis 23, da- 
durch gekennzeichnet dafi der Reaktor eine kreiszylin^ 
drische Form hat 

25. Reaktor nach dnem der Anspitlche 1 bis 24, da- 
durch gekennzeichnet dafi auch die Seitenwande des 
Reaktors thermostatisiert sind. 

26. Reaktor nach dnem der Ansprflche 1 bis 25, da- 
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durch gekennzeichnet, daB der Druck im Inneien des 
Reaktois zwiscbea ca. 0,1 und 1000 mbar betrSgL 

27. Reaktor nach cmcm der AnsprQche 1 bis 26, da- 
durch gekennzeichnet, daS die RuideinlaBdnheit die 
CVD-MediBD mit Driicken zwiscben 0,1 und 10 bar 5 
einlafit 

28. Reaktor nach etnem dcr AnsprQche 1 bis 27, da- 
durch gekeoDzeichnet, daB eine lofraiotrHeizimg, eine 
Widerstandsheizupg oder eine Hochfreqirenzheizung 
den Susceptor bebeazt 10 

29. Reaktor nach Anspnich 28, dadurch gekeonzeich- 
net, daS die Heizung den Susceptor auf eine Ibmpeia- 
turzwischenca.KT'Cund 1200X aufbeizt 

30. Reaktor nach einem der AnsiHliche 1 bis 29, da- 
durch gekennzeichnet, dafi zus&tzlicb zu dem WSrme- 15 
schild zwischen Obeiseite des Hohlk^ipers und Reak- 
tazdeckel wdtere WfinnescbildB vorgesehen sind. 

31. CVD-Verfehien ziir Hetsteltung dunner Scbichten 
aus m- V, n-VI, IV-IV Materialien, femer von eu> und 
mehrkomponaitigai Oxyden, Pto>wskiten, wie z. B. 20 
Banum- und Strontium-Titanat (ST bzw. BT), Bariuoor 
Strontium-'ntanat (BSl^, Stzontiuiii- und Barium-Zir- 
konat-Htanate, Stro ntium- Wsmut-ttotalat (SBI^, 
Blei-Zirkonat-Tltanat CFZT) unter Verwendung einer 
Afticzicfatung nach einem der Anspdiche 1 bia 30. 25 

32. CVD-Afer&hzen zur Hcistellung dthiner dotierter 
und insbesondete Akzeptor- oder Donator-dotierter 
Schichtei aus m-V, II-VI, IV-IV MateriaUen, femer 
von Binr und mdukomponentigen Oxyden, Pnowski- 
ten, wie z. B. Barium- und SlzQntiuni-Htanat (ST bzw. 30 
BT), Bariuni-Strontium-'ntanat (BST), Strontium- und 
Barium-Zirkoiiat-litanate, Stroatium-Mlsmut-'Bintalat 
(SBl), Bki-Zirkonat-Titanat (PZT) unter ^^rwendung 
^er Varrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 30. 



Ifierzu 1 Sdte(n) Zeicfanuc^gen 
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